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ダイヤモンドは GaN、SiC など他の半導体材料の特性を凌駕する魅力的な材料である。とくに

CVD 法で作製したヘテロエピタキシャルダイヤモンドは多くのグループによって研究開発され

ている。イリジウムはダイヤモンドの核生成と成長において、最も適した材料であると考えてい

る。ゆえに、ダイヤモンド基板の転位の減少や、不純物ドーピングなどの観点から、ダイヤモン

ド成長のメカニズムを明らかにすることは重要である。そこで、ダイヤモンドの初期成長、とく

にコアレッセンスまでの表面性状と配向の関係を調べた。 

Ir(001)/MgO(001)基板上に、イオン照射によるエピタキシャルダイヤモンド核形成を行い、その

後マイクロ波プラズマ CVD で短時間成長を行った。作製したダイヤモンドを電界放出型走査型電

子顕微鏡（FE-SEM）、原子間力顕微鏡（AFM）、X線回折（XRD）を用いて評価した。 

ダイヤモンド薄膜の膜厚が 40 nmのとき、粒界が減少し、コアレッセンスがほぼ完了し連続膜

を形成していた。膜厚が 40nm 以上では、平坦な表面を維持しながらダイヤモンドが成長してい

た。また、ダイヤモンド(111)のφスキャンは 4 回対称を示し、膜厚の増加に伴って強度が強くな

っていることから、面内方位が揃った成長をしていることがわかった。 
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